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Siemens Transistor AD161 Datasheet

AD 161 komplementar gepaart AD 161/AD 162 NPN/PNP

NPMN-Transistor fir NF-Endstufen

AD 161 ist ein legierter NPN-Germanium-Transistor im Gehduse 9 A 2 DIN 41875
(SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Gehiuse elektrisch verbunden.

Zur isolierten Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind Isoliernippel und
Glimmerscheibe vorgesehen, welche zusatzlich zu bestellen sind.

Der Transistor AD 161, zur Verwendung in MF-Endstufen, ist zusammen mit AD 162
kamplementar gepaart fir Gegentaktendstufen liefarbar,
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Gewicht etwa 8.3 g Mad in mm Glimmerscheibe
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uero 20 W
Kollektor- Basis-Spannung Uceo 32 v
Emitter- Basis-Spannung Uepn 10 W
Kollektorstrom Ie 3 A
Basisstrom I 0.3 A
Sperrschichttemperatur T a0 “C
Lagertemperatur Ty b5 bis + 75| °C
Gesamtverlustleistung Prot 4 W
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Rinaa | =45 | grd W
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Statische Kenndaten (T = 26°C)

Fir folgende Arbeitspunkte gilt:

Uce I Iy B Uge Ucgsae')

v maA, ma, Ie |l v v

10 & = - 0.10bis0,14 -

1 50 0,33 | 180 < (0.3 -

1 500 3,33 180 < 0,65 -

(1,43 bis10) (50 bis 350)

1 2000 B0 (= B3) | 40 (= 24) =13 -

1 1000 - = - < 0,6
Ta 90 25 *C

Kollektor- Emitter- Reststrom

(Ueew = 32V: —Uge = 0,6V) Iegw |1(=3) - ma

Kollektor- Basis- Reststrom

(Uepa = 20V) Tepg | 500 (= 2700) | 10 (< 50) Ly

Kollektor- Basis- Reststrom

{Ucag = 32 l'l"} -I.:._n 1000 [= EDEIO]I 20 (= 500) I.I.A

Emitter-Basis- Reststrom |

(Vesa = 10V} Iggo | - 20 (< 200) | pA

Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung

(Icen = 500 mA) Uipn) cea | = 20 v

Kollektor-Basis- Durchbruchspannung

(Icpo = 500 pA) Uier) ceo | = 32 v

Emitter-Basis- Durchbruchspannung |

(Teag = 200 pA) Uian) epe | = 10 v

Paarungsbedingungen: AD 161, AD 162 8, 1.28

(Ic =05 A; Uge = 1V) B; o

1y {Fe = 1 Afir die Kennlinie, die bei konstantern Basisstrom durch den Kennlinienpunkt I = 1.1 A:

UEE =1V nﬂ'ht}
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Dynamische Kenndaten (7y = 25°C)

Transitfrequanz (I = 300 mA; Ueg = 2 V) fr I(=1) MHz
Granzfrequenz in Emitterschaltung
(I = 300 mA; Uga = 2 V) fa 35 kHz
Kollektor- Basis- Kapazitat
(Uepo = 5 V. F = 450 kHz) Ceno 100 pF
Temperaturabhangigkeit der Zulassige Impulsbelagtbarkeit
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Stromverstirkung § = F (1)
Ueg = 1V, Tg = Parameter
{Emitterschaltung)
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Kollektorstrom I = F {Lgg)
Ugg = 1V Ty = Paramater
(Emitterschaltung)
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Eingangskennlinien Iy = f (L)
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1500
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AD 161 komplementér gepaart AD 161/AD 162 NPN/PNP

Ausgangskennlinden fo = f {L/c)

Ausgangskennlinien o = F (Ugg)

Iy = Parameter Iy = Parameter
{Emitterschaltung) {Emitterschaltung)
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Temperaturabhingigkeit des
Restatromes f.gq = f (Tg)

mA Ugpo = Parameter
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Ucgn = f (Rge)

o<

T T T

f‘ !

. n . ‘I s E...

¥

——ip

Transitfrequenz
Fr=Ff{le):Ugg =2V

MHz

00 20 300 400 S0OmA

—=lg

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability



